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irrad!ft?«; Zl^t ^ ^^^P^^^artides by hardening a (I) through 

Ti«wfn,™i5*' beams, . X-rays, or gamma rays. 

arind?n^^^^''^'= " ^f^^"' °* e-S- abrasive layers'^on a support, 
^ tS^v trf^' '^^^^^i^^tor discs, refractories, C materials^ up ^o 10 
! ;J i is storage-stable in dark, can be hardened in ine stage, 

50-80 dea h"*'"*^^''^ ''^^^^"^ ^° complete cure, although warming^?o 
50 80 deg.C under vacuum to remove water produced on curing is 
necessary. @(7pp Dwg,No.O/0)a 
Abstract (EP) : 8703 EP 168065 

^h^.rV^f'*^"^^".*'"''?*'^® binder , system based on a phenolic resol resin, 
resS o?an aivl''''^ ^^ ^« 5 weighrpercent, . based on ^he 

etspple aryl-alkyl-onium salt of a complex fluoric acid. . 
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® Str.hlungshartend« Bindemittel «nd Verfahren .ur Her^e..ung Hichiger GebUde. 
© Strahlungshar1endes Bindcmmel undVer(ahren:ur He,-.. . : 

stellunq flachigcr Gebilde " „■ j «oi •• 

:ur Herstellung von flachigcn Gebi.den.^Die B.ndpmmol, 

sail ciner Vomplexen Fluorsaure und.werdcn dorch Bestrah- , , • 

• ten mit Elcklronen.. Ronlgen- Oder Gammasuahlen g^hane.. , 
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Strahlungshartendes Binaemttel und Verfahren zur ; 
Herstellung fiachiger Gebilde 

Die Erfindung betrifft strahlungshartcndc Bindemittel 
auf Basis von Phenolresolcn sovie ein Vcrfahren zur 
Herstollung von flHchigen Gchildcn durch Strahlungs- , 
hSrtung dieser Bindemittel. ' , " 

Binae„itteln und r.U- uM zus=,t,.toEfc„ hcr,ost U 
■: Ttt 1 «.fWU,... Schloif=a,abcn, «-"SChc,...n . 

„ittcl tar dcrartige Gebilde .iod P.>onoll..rzo oaor 
P e„clhar.-„»«er-Ko™bin.tio„c„. die 
;„eh».dl»n, ,ebartet «erd„„. Crilnder .lor f.r«<,»« 



35 



- 2 - 



01 68(^65 



10 



„„a a„ch zeitersparnis ' 

t.n9 a„ voUen I,a,erstabilitat der B.ndemxttelsy^t^e 

; »,„he„. Bine H6,UchXeit hierzu b.etet a.e Strah 

lungshSrtung. 

aabei nur das „ng=Kllte H,rz gehartet. "1^"= 
- f^^line s«ahi™,sh.rtun, aer Phe^olhar.e fur not- 
v,e„ai, e.achtet. da die H.rtun, iiber einen IO„e„- - 
„..ha.is,.us vnd nicht raaikaliscb verlauf 

Eine schlei£»ittelzasa».ensetzung, die ein saure, 

rJares .be„oX«soi und aXa 
: a„.ch UcbteinwirKung £reise.zba,e organi.cbe SuUon 
0 saure enthSlt, ist aus OE 33 17 570 bek.nnt D.e 
:s<:Meif»ittelzu.a™.ensetz>.„9 .vi,a nacb den, 
: „U Lic« bestrahlt und.danach durch 
ochartet. Dieses verfahren hat den «.chteil. d.6 doch 
„o=h ei„e. «e„n auch stark 

„artu„g aer Binaemttel notvenal, ist. DarOber hxna.s 
sina auch die ge»a6 diesen, Verf.hren gebartcten 
Bindemittelschichten relativ dOnn. 

ES bcstanddaher die Aufgabe, l^'erstabilc, strah- 
aungsWrtcnae Binde»ittel a«f Basis vo„ fhenolbarz . 
b.rcitzuotbllon, die in eincm Vorfahren 7.ur Her- 
■ruung £.»c.,i,er OcbUde eing.r.otzt. -orden «m.on 
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^v. K(=»i Schichtdicken bis zu . 
and die zur Aushartung such bei Ech.c 

,0 » l.ai,Uch .in.. B,,tr.bl«n, bedO.fen.. 

gemSB Anspruch 1 sowic cxi 

^ aefunden/daB Bindemttcl aus einem Phenol- 

his 5 Gew.-% Aryl- oder Arylalkyl- 
Resol und 0,5 bis 5 oew. i dunklcr 

Oniu.salz einer kcplexen riuorsaure. d e bej^- 
.agerung lagerstabil sind. beim Bestrahlen .x.^.lek 
rien-! K5ntgen- ode. Ca:..astrablung 

• or Minuten in Schichtdicken bis 2U 10 nun gc 

hartct warden . • , „,3sen. die die 

viiiichoff- Oder schlextKornnai^i-yv 

einc Temp prfolqt die Destrahlung bei 

.a.»te„po.atu. ^ ^^^^^^ ,„,envin- 

-a,c d.s « "^'""^^ ,„,,^„„ft. pa i^Coch der 

ai.xeit .on >« b.r«ht. 

: :rdrrri:: «:==«^^^-. , 

ErwUrmen des geharteteiy 

Temperatur von ca, 50 bis OO'C. , 

V. 1 ur.oolc .•.ind'Konden-.-..)tion:,ipcoduktc. .■,vu:5 dcr . 



35 



- • 4 - 



01 88065 



neutral eingestellte Phenol- Forma Idehyd-Resole , die 
zusStzlich noch init Furan- oder Epoxidharzen modi- 
fiziert sein konnen. ... 

Die erf indungsgeniaSen llii rtungskataly satoren r>ind Aryl- 
oder Arylalkyl-Oniumsalze (z.B. Diazonium-, Jodonium-, 
Phosphonium- und Sul f oniumsa Ize) einer komplexen Fluor- 
saure, wie z.B. der Hexaf luorphosphor- , Tctraf luorbor- 
oder der Hcxaf luorkicselsaure. 

Die Hartungskatalysatoren werden in einer Menge von . 

0/5 bis 5 Ggw.-% (bezogen auf das wasserfreie Harz) 
. init dem 'Phenol -Rcsol oclcr seiner vaBrigen Losung sowie 

mit, Schleifkorn .Oder Kullstoffen vcrmischt und getrock- 

net und bilden bei gegen Strahlung abgeschirmter 
. Lagerung cin nahezu bcliebig langc lagerbares Gemisch. 

Ms Strahlung dicnt. .Flektroncnstrahlung oder energie- 
reiche Strahlung wie Rontgen- oder Gan\niastrahlung . 

Die Bcstrahl ungnznitcn sind abhangig von der Strah- 
lungsintensitat und der -energicl.Je kurzweiligcr die 
Strahlung, umso schne 1 ler wird die • Durchhartung 
crrcicht und uinso dickr-re Uar zj:chi chtcn . wcrden inner- 
halb wenigcr Minuton gchartet,. 

Be.ispic I 

Nnttonkraftp.Tpier (zur Her^ilenung von Sch Ipi fpnpi or) 
mit aincm Fl t'ichengewicht: von 220 g/m^ wird Ubcr 
W.ilzc-'nnuftrflg mit oinoin Gomi ;;ch onr; 100 Tcili^n eincn 
wJiBtigcn (}!arz«jol»o U luuul^jlr.Ubl iclicn tUiurchart- 
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baren, init einem Phcnol-Formaldehyd-Verhaitnis von 
l.:-2, mit Natronlauge kondensierten Phenolresols, 5 
Teileneiner 50%igen wSBrigen L5sung von Naphthyl- 
diazoniumhexafluorsilikah (hergestellt aus dcm Um- 
setzungsprodukt aus Naphthylaminund Natriumnitrit in ; 
salzsaurer Losung und Kopplung des. erhaltenen Chlo- 
rides mit Kaliumhcxaf luorsilikat) und 25 Teilen. 

' ■ 2 . " 

Kryolith in einer Mcnge von ca. 80 g/m FlSche em- 

seitig beschichtet. Die Schichtdicke betrSgt ca.. 180 

UTTl. . ■ ' \ . . 

Danach erfolgt der. elektrostatische Auftrag von 
Edelkorund' der Kornung 800. Das so behandelte Papier • 
durchlauft eirie Strahlungskammer .eines Elektronen- 
-beschlGunigers mit angelegter Spannung von 300 kcV mit 
einer Durchlauf zeit von 30 sec. Das so vorgehSrtetc 
Material wird mit einem Gemischaus 100 Teilen des . 
beschriebenen Phenolresols, 5 Teilen des beschriebenen 

HSrters und 50 Teilen Kryolith uber Walzenauftrag mit 

2 * ' ' 

einer Auf tragsmenge von 400 g/m und einer Schicht-; 
dicke von ca« 800 urn bcleimt. 

Das so vorbehandelte nicht gehcHrtete Schlcifpapier . 
durchlauft die Strah lungskammer mit einer Gesamt- 
auf cnthaltsdauer von 2 min bei einer angelegten 
Spannung von 400 keV. bberfiachdnwasser vird danach, 
durch Durchlaufen einer Vakuumkammor bei einer Tcm- 
peratur von fO'^C und einem angelegten Vt-^kuvim von ca. 
100 mbar ontfernt. Danach wird dan fcrtigc Schleif- 
matcrial goflnxt und konf ektionier t . Die Schlcif- 
Jcintung cntr^pricht konventionclX hci:cie5t;clJter 
hfindelr^UbXichcr w»irc. 
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RUTGERSWERKE Aktiengesellschaft, 6000 Frankfurt/M. 11 
EP -910-R '. 

p a t e n t a n s p r \i c h e 

1. strahlungshartendes Bindemittel auf Basis eines. . 
. Phenplresols, d a d u r c h g e k e n n .2 e i c h - 

n e t, daB es 0,5 - 5 Gew.%, bezogen auf das Resol, 
eines Aryl- oder Arylalkyl-Oniumsalzes einer komplexen 
Fluorsaure enthSlt. 

2. Verfahren zur Heratellung yon ' f ISchigen Gebilden, 
d a d u r c h g o k e n n 2 e i c h n e t, daB 

eine ein Bindemittel aus Phenolresol und 0,5 - 5 Gew.% 

eines Aryi- Oder Arylalkyl-Oniumsalzes einer komplexen 

Fluorsaure enthaltende Schicht durch Bestrahlen 

itiit Elektronen-, RSntgen--' oder Gammastrahlen gehSrtet 

■wird. 
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